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题目：化学气相沉积法制备石墨烯
	
摘要：石墨烯的大面积制备可以用化学气相沉积法（CVD）相对容易地实现。在CVD生长石墨烯方面，我们在2010年首次提出通过降低反应气氛中氢的含量，常压下在铜箔表面生长高质量的单层石墨烯；利用金属铂，在2012年首次生长出毫米尺寸的单晶石墨烯晶粒，以及大晶粒尺寸的石墨烯薄膜。在CVD石墨烯的转移方面，我们发明了鼓泡法，用于快速、无损地转移CVD石墨烯，尤其针对贵金属；另外，针对转移缺陷，我们利用毛细桥连接原理，成功地实现了石墨烯的大尺寸、无手工辅助、无缺陷的面对面转移。然而，针对半导体产业中的高品质石墨烯，依旧被产物中的晶界、位错以及自身的拓扑缺陷所限制，并影响其高质量物理性能的发挥。因此，高品质石墨烯的大面积制备依旧面临挑战。近期，我们利用等离子体增强化学气相沉积法制备出了纳米晶石墨烯的薄膜，晶粒尺寸在25—150nm之间可控。与之前的实验经验不同，这种纳米晶的石墨烯内部尽管存在大量的晶界，但是依旧保持着比较高的导电率、载流子迁移率，甚至于室温下的量子霍尔效应。另外，由于大量晶界的存在，这种纳米晶石墨烯薄膜可以呈现出很多优异的特性，包括对吸附物的超高敏感性、n型掺杂以及低温下出现的传输带隙等。这也就预示着石墨烯的晶界本身，也可以成为石墨烯未来实用中的重要组成部分。
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